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摘 要

本實驗是以磁控濺鍍法成長鉍鐵氧（BFO）薄膜於鈦酸鍶(111)基板，實驗所使用的靶材是鐵: 鉍為1:1.02之鉍鐵氧靶材，並

在不同的氬氣環境壓力與不同的成長時間成長，實驗所採用的成長壓力分別為20×10-2 torr及60×10-2torr，在基板溫度為

600℃之下成長此薄膜。以XRD作分析，觀察垂直於膜的表面之X 射線繞射，顯示出BFO薄膜在鈦酸鍶（111）上呈現磊晶

特性，晶格參數匹配BiFeO3鐵電（111）峰，繞射峰約在角度40°，成長BFO薄膜之時間會影響其結構相，在比較長時間

的成長之下BFO薄膜結構會較明顯，薄膜的成長壓力會明顯的影響其BFO結構相與其伴隨之雜相（Bi25FeO40、Bi2Fe4O9

），在比較低的成長壓力之下所成長之BFO薄膜會有比較好之結構相，且在雜相方面也相對有良好的改善，對薄膜的表面

分析使用了原子力顯微鏡(AFM)和掃描電子顯微鏡(SEM)做量測，我們發現其結晶與表面的平整度在比較低的成長壓力之下

也較良好，而在電性的方面其I-V特性曲線僅顯現出薄膜具有歐姆（ohm）性質關係，另外在薄膜的活化能部份則在比較高

的成長壓力之下有比較高的活化能。 關鍵字：磁控濺鍍, 磊晶,原子力顯微鏡, 掃描電子顯微鏡
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